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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の長辺に設けられた切り欠き部を有する矩形状の外形形状を備え、外部接続端子を
備える第１の面と、前記第１の長辺の前記切り欠き部を除く部分に沿って配置された接続
パッドを備える第２の面と有する配線基板と、
　前記配線基板の前記第２の面上に搭載され、前記配線基板の前記第１の長辺の近傍に位
置する長辺に沿って、かつ前記接続パッドの配置位置と対応するように偏って配列された
電極パッドを有するメモリデバイスと、
　前記メモリデバイス上に積層され、少なくとも一つの外形辺に沿って配列された電極パ
ッドを有するコントローラデバイスと、
　前記メモリデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気的に接
続する第１の金属ワイヤと、
　前記コントローラデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気
的に接続する第２の金属ワイヤと、
　前記メモリデバイスと前記コントローラデバイスを前記第１および第２の金属ワイヤと
共に封止するように、前記配線基板の前記第２の面上に形成された封止樹脂層と
　を具備することを特徴とする半導体メモリカード。
【請求項２】
　第１の長辺に設けられた切り欠き部を有する矩形状の外形形状を備え、外部接続端子を
備える第１の面と、前記第１の長辺の前記切り欠き部を除く部分に沿って配置された接続
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パッドを備える第２の面とを有する配線基板と、
　前記配線基板の前記第２の面上に積層された複数のメモリデバイスを備え、前記複数の
メモリデバイスは前記配線基板の前記第１の長辺の近傍に位置する長辺に沿って、かつ前
記接続パッドの配置位置と対応するように偏って配列された電極パッドを有するメモリデ
バイス群と、
　前記メモリデバイス群上に配置され、少なくとも一つの外形辺に沿って配列された電極
パッドを有するコントローラデバイスと、
　前記複数のメモリデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気
的に接続する第１の金属ワイヤと、
　前記コントローラデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気
的に接続する第２の金属ワイヤと、
　前記メモリデバイス群と前記コントローラデバイスを前記第１および第２の金属ワイヤ
と共に封止するように、前記配線基板の前記第２の面上に形成された封止樹脂層と
　を具備することを特徴とする半導体メモリカード。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の半導体メモリカードにおいて、
　前記切り欠き部は前記配線基板の前記第１の長辺と第１の短辺との角部から前記第１の
長辺に沿って設けられており、かつ前記コントローラデバイスの前記電極パッドは前記配
線基板の前記第１の長辺の近傍に位置する第１の辺と前記配線基板の前記第１の短辺と対
向する第２の短辺の近傍に位置する第２の辺とに沿って配列されていることを特徴とする
半導体メモリカード。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体メモリカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのような不揮発性半導体メモリデバイスを内蔵するメモリ
カード（半導体メモリカード）は、急速に小型化と高容量化が進められている。小型化さ
れたメモリカードを実現するために、メモリデバイスやコントローラデバイス等の半導体
デバイス（半導体チップ）は配線基板上に積層して搭載されている。さらに、メモリデバ
イス自体も配線基板上に多段に積層される場合が多くなってきている。半導体デバイスの
電極パッドはワイヤボンディングを適用し、金属ワイヤ（ボンディングワイヤ）を介して
配線基板の接続パッドと電気的に接続される。
【０００３】
　メモリカードの高容量化を実現する上で、メモリデバイスやコントローラデバイス等の
半導体デバイスの配線基板上における搭載構造の改良に加えて、メモリデバイス自体の高
密度化や高機能化とそれらに基づく高容量化が進められている。メモリデバイスの外形形
状は高容量化を図る上で大形化する傾向にある。ここで、メモリデバイスはＳＤTM規格等
で外形寸法が規定されている。メモリカードの外周にはカードスロットに装着する際のカ
ードの前後や表裏の向きを示す切り欠き部等が設けられている（特許文献１参照）。
【０００４】
　メモリカード用の配線基板上に大形化されたメモリデバイスを搭載する場合、配線基板
とメモリカードとの接続が困難になるおそれがある。これは配線基板上に搭載可能なメモ
リデバイスのサイズを制約する要因となる。長辺に切り欠き部を設けた配線基板の有効面
積内に可能な限り大きなメモリデバイスを搭載すると、配線基板とメモリデバイスとの接
続が確保できないおそれがある。メモリデバイスの長辺に沿って電極パッドを配置すると
、配線基板の切り欠き部が障害となって接続パッドを全て配置することができない。
【０００５】
　配線基板上にメモリデバイスを多段に積層する場合には、各メモリデバイスに対してワ
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イヤボンディングを可能にするために、複数のメモリデバイスを階段状に積層することが
考えられる（特許文献２参照）。短辺側に電極パットを設けたメモリデバイスを階段状に
積層した場合、メモリデバイスの積層数が増加するにつれて階段方向の長さが長くなり、
配線基板に対するメモリデバイスの占有面積が増加する。これも配線基板上に搭載可能な
メモリデバイスのサイズを制約する要因となる。さらに、短辺片側パッド構造を有するメ
モリデバイスは高密度化や高機能化に基づく電極数の増加に対応できないおそれがある。
【０００６】
　さらに、メモリデバイス自体に関しては高容量化に伴って、チップサイズ（特に短辺方
向の長さ）が例えばマイクロＳＤTMカードのようなメモリカードの規格を満たすことがで
きない可能性が生じている。メモリデバイスは一般的に複数（例えば２個）のメモリアレ
イ領域を並列配置し、周辺回路をパッド列と同一領域および同一方向に配置した構造を有
している。このような回路配置ではメモリデバイスの短辺方向の長さを減少させることが
困難であることから、メモリカードの規格を満たせない可能性が生じている。
【特許文献１】特開２００７－２９３８００号公報
【特許文献２】特開２００５－３０２８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、配線基板とメモリデバイスとの接続を確保した上で、配線基板に搭載
することが可能なメモリデバイスの大形化を図った半導体メモリカードを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様に係る半導体メモリカードは、第１の長辺に設けられた切り欠き部
を有する矩形状の外形形状を備え、外部接続端子を備える第１の面と、前記第１の長辺の
前記切り欠き部を除く部分に沿って配置された接続パッドを備える第２の面とを有する配
線基板と、前記配線基板の前記第２の面上に搭載され、前記配線基板の前記第１の長辺の
近傍に位置する長辺に沿って、かつ前記接続パッドの配置位置と対応するように偏って配
列された電極パッドを有するメモリデバイスと、前記メモリデバイス上に積層され、少な
くとも一つの外形辺に沿って配列された電極パッドを有するコントローラデバイスと、前
記メモリデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気的に接続す
る第１の金属ワイヤと、前記コントローラデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前
記接続パッドとを電気的に接続する第２の金属ワイヤと、前記メモリデバイスと前記コン
トローラデバイスを前記第１および第２の金属ワイヤと共に封止するように、前記配線基
板の前記第２の面上に形成された封止樹脂層とを具備することを特徴としている。
【０００９】
　本発明の第２の態様に係る半導体メモリカードは、第１の長辺に設けられた切り欠き部
を有する矩形状の外形形状を備え、外部接続端子を備える第１の面と、前記第１の長辺の
前記切り欠き部を除く部分に沿って配置された接続パッドを備える第２の面とを有する配
線基板と、前記配線基板の前記第２の面上に積層された複数のメモリデバイスを備え、前
記複数のメモリデバイスは前記配線基板の前記第１の長辺の近傍に位置する長辺に沿って
、かつ前記接続パッドの配置位置と対応するように偏って配列された電極パッドを有する
メモリデバイス群と、前記メモリデバイス群上に配置され、少なくとも一つの外形辺に沿
って配列された電極パッドを有するコントローラデバイスと、前記複数のメモリデバイス
の前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを電気的に接続する第１の金属ワイ
ヤと、前記コントローラデバイスの前記電極パッドと前記配線基板の前記接続パッドとを
電気的に接続する第２の金属ワイヤと、前記メモリデバイス群と前記コントローラデバイ
スを前記第１および第２の金属ワイヤと共に封止するように、前記配線基板の前記第２の
面上に形成された封止樹脂層とを具備することを特徴としている。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の態様に係る半導体メモリカードによれば、配線基板とメモリデバイスとの接続
を確保した上で、配線基板に搭載可能なメモリデバイスの大形化を図ることができる。従
って、高容量の半導体メモリカードを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。図１、図２お
よび図３は本発明の実施形態による半導体メモリカードを示している。図１は半導体メモ
リカードの平面図である。図２は図１のＡ－Ａ線に沿った断面図（長辺方向に切断した断
面図）である。図３は図１のＢ－Ｂ線に沿った断面図（短辺方向に切断した断面図）であ
る。これらの図に示される半導体メモリカード１はケースレスのメモリカードであり、例
えばマイクロＳＤTM規格のメモリカード（マイクロＳＤTMカード）として使用される。
【００１３】
　メモリカード１は半導体チップの搭載基板と外部接続端子の形成基板とを兼ねる配線基
板２を備えている。配線基板２は、例えば絶縁性樹脂基板の内部や表面に配線網を設けた
ものであり、具体的にはガラス－エポキシ樹脂やＢＴ樹脂（ビスマレイミド・トリアジン
樹脂）等を使用したプリント配線板が適用される。配線基板２は、端子形成面となる第１
の面２ａと、チップ搭載面となる第２の面２ｂとを有している。配線基板２の第２の面２
ｂには、チップコンデンサやヒューズ等の電子部品（チップ部品）３が実装されている。
【００１４】
　配線基板２は概略矩形状の外形を有している。配線基板２の外形を構成する辺のうち、
第１の短辺４Ａはメモリカード１をカードスロットに挿入する際の先端部に相当する。第
２の短辺４Ｂはメモリカード１の後方部に相当する。配線基板２の第１の長辺５Ａにはメ
モリカード１の前後や表裏の向きを示すように、切り欠き部６やくびれ部７が設けられて
いる。切り欠き部６は第１の短辺４Ａの幅が第２の短辺４Ｂの幅より狭くなるように、第
１の短辺４Ａと第１の長辺５Ａとの角部から第１の長辺５Ａに沿って設けられている。
【００１５】
　配線基板２には第１の長辺５Ａと第１の短辺４Ａとの角部（仮想角部）を含む第１の長
辺５Ａの一部を切り欠くことによって、切り欠き部６が設けられている。切り欠き部６の
端部６ａは角度θが鈍角となるように傾斜されている。さらに、配線基板２は第１の長辺
５Ａの一部を略台形状に切り欠いてくびれさせたくびれ部７を有している。配線基板２の
角部は曲線状（Ｒ形状）とされている。電子部品３は配線基板２の両短辺４Ａ、４Ｂ側に
配置されている。なお、切り欠き部６の形状は特に限定されるものではなく、第１の長辺
５Ａの一部を切り欠くものであればよい。
【００１６】
　配線基板２の概略矩形状の外形形状は、第１の長辺５Ａに設けられた切り欠き部６やく
びれ部７によって左右非対称とされている。従って、矩形状のメモリデバイス（半導体チ
ップ）の搭載に有効な領域は、切り欠き部６から連続する部分（切り欠き部６の形成に伴
う第１の長辺５Ａに平行な残余の部分）を除く第２の長辺５Ｂに平行な矩形領域となる。
配線基板２の短辺４Ａ、４Ｂ側については、電子部品３の実装領域を除く領域となる。配
線基板２の第２の面２ｂにおける半導体チップ（メモリデバイスやコントローラデバイス
）の搭載領域は、このような矩形領域に設定されている。
【００１７】
　配線基板２の第１の面２ａには、メモリカード１の入出力端子となる外部接続端子８が
形成されている。外部接続端子８は電解めっき等により形成された金属層で構成されてい
る。配線基板２の第１の面２ａはメモリカード１の表面に相当する。さらに、配線基板２
の第１の面２ａには、外部接続端子８の形成領域を除く領域に第１の配線網（図示せず）
が設けられている。第１の配線網は例えばメモリカード１のテストパッドを有している。
第１の面２ａに設けられた第１の配線網は、絶縁性の接着シールや接着テープ等を用いた
絶縁層（図示せず）で覆われている。
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【００１８】
　配線基板２の第２の面２ｂは、チップ搭載部９と接続パッド１０を含む第２の配線網と
を備えている。配線基板２の第２の面２ｂはメモリカード１の裏面に対応するものである
。チップ搭載部９は上記したように第２の長辺５Ｂに平行で、かつ電子部品３の実装領域
を除いた矩形領域に設けられている。切り欠き部６やくびれ部７を有する配線基板２にお
いては、第２の長辺５Ｂに平行な矩形領域にチップ搭載部９を設けることによって、矩形
状のメモリデバイスの有効搭載面積を最大にすることができる。
【００１９】
　接続パッド１０を有する第２の配線網は、配線基板２の図示を省略した内部配線（スル
ーホール等）を介して、外部接続端子８や第１の配線網と電気的に接続されている。接続
パッド１０は、第１の長辺５Ａに沿った第１のパッド領域１１Ａと第２の短辺４Ｂに沿っ
た第２のパッド領域１１Ｂのそれぞれに配置されている。第１のパッド領域１１Ａはチッ
プ搭載部９の有効面積の拡大を図る上で、切り欠き部６から連続する部分（切り欠き前の
第１の長辺５Ａに平行な切り欠き部６の幅相当の矩形領域から切り欠き部６を除いた残余
の部分）に設定されている。言い換えると、第１のパッド領域１１Ａにおいては第１の長
辺５Ａの切り欠き部６を除く部分に沿って接続パッド１０が配置されている。
【００２０】
　配線基板２のチップ搭載部９には、複数のメモリデバイス１２が順に積層されて搭載さ
れている。メモリデバイス１２としてはＮＡＮＤ型フラッシュメモリ等の半導体メモリデ
バイス（半導体チップ）が用いられる。複数のメモリデバイス１２は矩形状の同一形状を
有し、それぞれ電極パッド１３を備えている。電極パッド１３は配線基板２の第１の長辺
５Ａの近傍に位置する長辺１２ａ側に配置されている。ただし、第１の長辺５Ａに沿った
第１のパッド領域１１Ａは切り欠き部６を除く残余の部分に設けられているため、電極パ
ッド１３は第１のパッド領域１１Ａと対応するように偏って配列されている。
【００２１】
　すなわち、メモリデバイス１２の電極パッド１３は長辺１２ａに沿って、かつ第１のパ
ッド領域１１Ａ内の接続パッド１０の配置位置と対応するように偏って配列されている。
メモリデバイス１２の長辺１２ａに沿った領域において、切り欠き部６の近傍に位置する
部分には基本的に電極パッドを配置せず、第１のパッド領域１１Ａと対応する部分（第１
のパッド領域１１Ａの近傍に位置する部分）に電極パッド１３を偏在させている。メモリ
デバイス１２は偏在型の長辺片側パッド構造を有している。
【００２２】
　上述したように、メモリデバイス１２の電極パッド１３を偏在させることによって、チ
ップ搭載部９の面積の拡大に有効な第１のパッド領域１１Ａ内に配置された接続パット１
０とメモリデバイス１２の電極パッド１３との接続を確保することができる。言い換える
と、チップ搭載部９に大形のメモリデバイス１２を搭載した上で、メモリデバイス１２の
長辺１２ａに沿って配列した電極パッド１３と第１のパッド領域１１Ａ内の接続パッド１
０とのワイヤボンディングによる接続が維持される。従って、配線基板２の半導体チップ
の搭載が可能な有効面積に対し、できるだけ大きなメモリデバイス１２を搭載した上で、
配線基板２とメモリデバイス１２との接続を確保することが可能となる。
【００２３】
　例えば、マイクロＳＤTMカードの規格によれば、配線基板２の短辺（第２の短辺４Ｂ）
の長さは１１ｍｍ、長辺（第２の長辺５Ｂ）の長さは１５ｍｍ、切り欠き部６の幅（短辺
４Ａに平行な幅）は１．３ｍｍ、長さ（長辺５Ａに平行な長さ）は６．４ｍｍ、角度θは
１３５°である。従って、メモリデバイス１２の搭載可能領域の大きさは９．７×１５ｍ
ｍとなる。ただし、配線基板２の短辺４Ａ、４Ｂ側には電子部品３を実装する領域が必要
であり、また配線基板２の外形とメモリデバイス１２との間の隙間が０．２ｍｍ程度必要
である。これらを考え合わせると、配線基板２のチップ搭載部９の大きさは９．３×１３
ｍｍ程度が最大となる。配線基板２の短辺４Ｂ側には取手部が設けられて封止樹脂厚が厚
くなるため、電子部品の実装領域として有効である。
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【００２４】
　配線基板２の第１の長辺５Ａに平行な第１のパッド領域１１Ａの大きさは、切り欠き部
６の端部６ａによる傾斜領域を除くと１．３×８．６ｍｍとなる。実際には切り欠き部６
の端部６ａによる傾斜領域もパッド領域として使用可能であるため、第１のパッド領域１
１Ａの大きさは１．３×８．６ｍｍより若干大きくなる。なお、切り欠き部６の端部６ａ
による傾斜領域をパッド領域として利用するためには、傾斜領域とその近傍領域に存在す
る接続パッド１０を切り欠き部６の端部６ａによる傾斜（角度θ）に沿って配置すること
が有効である。図１に示すメモリカード１において、傾斜領域とその近傍領域に存在する
接続パッド１０は傾斜（角度θ）に沿ったパッド形状を有している。これによって、第１
のパッド領域１１Ａをより有効に利用することが可能となる。
【００２５】
　配線基板２のチップ搭載部９には、同サイズ（９．３×１３ｍｍ）のメモリデバイス１
２が搭載可能である。第１のパッド領域１１Ａにはメモリデバイス１２との接続に必要な
接続パット１０を配置することができる。ただし、第１のパッド領域１１Ａは短辺４Ｂ側
に偏っているため、メモリデバイス１２の長辺１２ａに均等に電極パッド１３を配置する
と、全ての接続パッド１０と電極パッド１３とをワイヤボンディングすることができない
。このような点に対し、メモリデバイス１２は電極パッド１３を第１のパッド領域１１Ａ
に対応させて偏在させている。従って、全ての接続パッド１０と電極パッド１３とを金属
ワイヤ１７を介して接続することができる。
【００２６】
　この実施形態のメモリカード１では、配線基板２のチップ搭載部９に対してできるだけ
大きなメモリデバイス１２を搭載した上で、配線基板２の接続パッド１０とメモリデバイ
ス１２の電極パッド１３とを金属ワイヤ１７を介して良好に接続することができる。従っ
て、チップサイズを増大させて高容量化したメモリデバイス１２を外形寸法が規定されて
いるメモリカード１に搭載することが可能となる。すなわち、高容量で実用性の高いメモ
リカード１を提供することができる。例えば、記録密度の向上とチップサイズの増大等に
より２ＧＢの記憶容量を実現したメモリデバイス１２を４個使用することによって、８Ｇ
ＢのマイクロＳＤTMカード（半導体メモリカード１）を実現することが可能となる。
【００２７】
　メモリデバイス１２に偏在型の長辺片側パッド構造を適用した場合、電源端子等も偏っ
て形成されることから、メモリデバイス１２の動作特性に悪影響を及ぼす場合がある。こ
のような場合、図１に示すように電源やグランド用の電極パッド１４をメモリデバイス１
２の角部に配置してもよい。図１では配線基板２の短辺１２ｂの一方の角部に電極パッド
１４を配置している。配線基板２の第１の短辺４Ａ側には、電極パッド１４のみに対応す
る接続パッド１０が配置されている。図１では偏在型のパッド構造に対処する電極パッド
１４の一部を長辺１２ａ側に設け、これを内部配線で短辺１２ｂ側に引き回して電極パッ
ド１４としている。これによって、長辺１２ａ側のパッド領域にも対処可能である。
【００２８】
　この実施形態のメモリカード１において、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ等のメモリデバ
イス（不揮発性半導体メモリデバイス）１２は、メモリセルの高密度化や高機能化等に基
づいて高容量化を図ると共に、デバイスサイズ（チップサイズ）が例えばマイクロＳＤTM

カードの規格を満たすことが可能な回路配置を適用している。すなわち、この実施形態の
メモリデバイス１２は図４に示すような回路配置を有している。このような回路配置に基
づいて、矩形状のメモリデバイス１２の特に短辺１２ｂの長さＹがマイクロＳＤTMカード
のような小型のメモリカードの規格を満たすことを可能にしている。
【００２９】
　メモリデバイス１２は矩形の領域形状を有する複数のセルアレイ領域（セルアレイのプ
レーン）１０１Ａ、１０１Ｂを備えている。複数のセルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂは
それらの長辺（矩形の領域形状における長辺）１０１ａの方向を揃えて並列配置されてい
る。セルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂはそれぞれ行列状に配置された複数個のメモリセ
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ルを有している。ここでは２個のセルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂを備えるメモリデバ
イス１２を示しているが、セルアレイ領域１０１の数は２個に限られるものではない。メ
モリデバイス１２は複数個のセルアレイ領域１０１を有するものであればよい。
【００３０】
　複数（ここでは２個）のセルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂの間には、第１の周辺回路
領域１０２が配置されている。第１の周辺回路領域１０２は長辺がメモリデバイス１２の
短辺１２ｂに平行で、かつ短辺がメモリデバイス１２の長辺１２ａに平行な矩形形状を有
している。第１の周辺回路領域１０２には昇圧回路１０３とメモリセルのワード線制御回
路等を含む周辺回路１０４とが設けられている。
【００３１】
　昇圧回路１０３はＮＡＮＤ型フラッシュメモリセル等の駆動用昇圧回路（ポンプ）であ
る。昇圧回路１０３には、昇圧回路の中で最も電圧が高い主昇圧回路、あるいは読み出し
ないし書き込み動作時に非選択ワード線に供給する電圧を生成する昇圧回路が配置される
。電源電圧（例えば３Ｖ）は昇圧回路１０３で昇圧（例えば２０Ｖ）され、セルアレイ領
域１０１Ａ、１０１ＢのＮＡＮＤ型フラッシュメモリセル等に供給される。なお、メモリ
セルのビット線制御回路１０５はセルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂの両短辺１０１ｂ、
１０１ｃに沿って設けられている。
【００３２】
　さらに、複数のセルアレイ領域１０１Ａ、１０１Ｂの一方の短辺１０１ｂ側には、第２
の周辺回路領域１０６が配置されている。第２の周辺回路領域１０６は長辺がメモリデバ
イス１２の長辺１２ａに平行で、かつ短辺がメモリデバイス１２の短辺１２ｂに平行な細
長い矩形形状を有している。第２の周辺回路領域１０６はパッド領域１０７と回路領域１
０８とを有している。パッド領域１０７には電極パッド１０９（１３）がセルアレイ領域
１０１Ａ、１０１Ｂの短辺１０１ｂに沿って配列されている。
【００３３】
　第２の周辺回路領域１０６において、パッド領域１０７はメモリデバイス１２の一方の
短辺１２ｂ側に偏って配置されている。従って、電極パッド１０９は第２の周辺回路領域
１０６内でメモリデバイス１２の一方の短辺１２ｂ側に偏在している。回路領域１０８に
は副昇圧回路等を含む周辺回路１１０が設けられている。メモリデバイス１２の動作に必
要な制御回路等の大部分は第１の周辺回路領域１０２内に周辺回路１０４として設けられ
ている。第２の周辺回路領域１０６には必要最小限の周辺回路１１０が設けられている。
【００３４】
　電極パッド１０９は複数の電源パッド（ＶssおよびＶcc）１０９１Ａ～１０９１Ｄを有
している。さらに、パッド領域１０７に設けられた電極パッド１０９とは別に、第２の周
辺回路領域１０６内の回路領域１０８にも電源パッド１０９１Ｅが設けられている。第１
の周辺回路領域１０２内の昇圧回路１０３には、電源パッド１０９１Ｂから電源電圧が供
給される。このため、昇圧回路１０３は第１の周辺回路領域１０２内で第２の周辺回路領
域１０６側（パッド領域１０７側）に配置されている。
【００３５】
　従来のＮＡＮＤ型フラッシュメモリ等のメモリデバイスは、前述したように高容量化に
伴って、デバイスサイズ（チップサイズ）、特に短辺方向の長さＹが例えばマイクロＳＤ
TMカードのようなメモリカードの規格を満たすことができない可能性が生じている。複数
のメモリアレイ領域を適用する場合、露光装置の露光領域による制約に加えて、メモリア
レイ領域の形状が正方形に近いほうがＳｉウエハ内により多くのメモリチップを収めるこ
とができるためである。その場合、大部分の周辺回路はパッド列と同一領域および同一方
向に配置した構造が採用されている。このため、従来のメモリデバイスは長辺方向の長さ
Ｘに比べて短辺方向の長さＹの減少に限界がある回路配置となっている。
【００３６】
　このような点に対して、メモリデバイス１２では複数のセルアレイ領域１０１Ａ、１０
１Ｂの間に第１の周辺回路領域１０２を配置し、第１の周辺回路領域１０２に昇圧回路１
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０３やワード線制御回路等を含む周辺回路１０４を設けている。さらに、複数のセルアレ
イ領域１０１Ａ、１０１Ｂの一方の短辺１０１ｂ側に配置される第２の周辺回路領域１０
６には、電極パッド１０９を有するパッド領域１０７と最小限の周辺回路１１０を有する
回路領域１０８を設けている。このような回路配置によれば、メモリデバイス（メモリチ
ップ）１２の短辺１２ｂの長さＹを短くすることができる。
【００３７】
　従って、メモリデバイス１２の高容量化に必要なセルアレイ領域１０１を確保した上で
、メモリデバイス１２の寸法、特に短辺１２ｂの長さＹを、マイクロＳＤTMカードのよう
に短辺方向の幅が狭い小型のメモリカードの寸法規格を満たすことが可能になる。このよ
うな条件を満足させる上で、第１の周辺回路領域１０２はその短辺の長さＸＡが第２の周
辺回路領域１０６の短辺の長さＹＡより長い（ＸＡ＞ＹＡ）形状を有している。これによ
って、メモリデバイス１２の短辺１２ｂの長さＹを減少させることができる。
【００３８】
　さらに、第２の周辺回路領域１０６内において、パッド領域１０７はメモリデバイス１
２の一方の短辺１２ｂ側に偏らせているため、電極パッド１０９（１３）は一方の短辺１
２ｂ側に偏って配列されている。このような電極パッド１０９（１３）の配列形状を適用
することによって、配線基板２の切り欠き部６を除いた長辺５Ａに沿って配置された接続
パッド１０（第１のパッド領域１１Ａ内の接続パッド１０）と良好にワイヤボンディング
することができる。これは前述したように配線基板２に搭載可能なメモリデバイス１２の
大型化（サイズの拡大）に寄与するものである。
【００３９】
　この実施形態のメモリカード１は、上述したような構成（回路配置）を有するメモリデ
バイス１２を複数備えている。複数のメモリデバイス１２は配線基板２の第２の面２ｂ上
に積層されており、メモリデバイス群１５を構成している。この実施形態において、メモ
リデバイス群１５は４個のメモリデバイス１２で構成されており、これら４個のメモリデ
バイス１２は接着層１６を介して順に積層されている。
【００４０】
　メモリデバイス群１５を構成する４個のメモリデバイス１２のうち、１段目の第１のメ
モリデバイス１２Ａは電極パッド１３を有する電極形成面（回路形成面）を上方に向け、
配線基板２のチップ搭載部９上に第１の接着層１６Ａを介して接着されている。第１の接
着層１６Ａには一般的なポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等を主成分とする
ダイアタッチフィルム（接着剤フィルム）が用いられる。
【００４１】
　２段目に位置する第２のメモリデバイス１２Ｂは電極パッド１３を上方に向け、第１の
メモリデバイス１２Ａ上に第２の接着層１６Ｂを介して接着されている。同様に、３段目
に位置する第３のメモリデバイス１２Ｃは電極パッド１３を上方に向け、第２のメモリデ
バイス１２上に第３の接着層１６Ｃを介して接着されている。４段目に位置する第４のメ
モリデバイス１２Ｄは電極パッド１３を上方に向け、第３のメモリデバイス１２上に第４
の接着層１６Ｄを介して接着されている。
【００４２】
　第１ないし第４のメモリデバイス１２Ａ～１２Ｄは矩形状の同一形状を有し、それぞれ
外形辺を揃えて積層されている。すなわち、配線基板２に対するメモリデバイス１２Ａ～
１２Ｄの占有面積（積層後のチップ占有面積）が最小面積（１個のメモリデバイス１２に
相当する面積）となるように、第１ないし第４のメモリデバイス１２Ａ～１２Ｄはそれぞ
れ長辺および短辺を揃えて積層されている。これによって、大形のメモリデバイス１２を
寸法が規定されている配線基板２上に搭載することできる。
【００４３】
　第１ないし第４のメモリデバイス１２Ａ～１２Ｄの電極パッド１３は、それぞれ第１の
パッド領域１１Ａに配置された接続パッド１０と第１の金属ワイヤ１７を介して電気的に
接続されている。電極パッド１４も第１の金属ワイヤ１７を介して接続パッド１０と電気
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的に接続されている。金属ワイヤ１７には一般的なＡｕワイヤやＣｕワイヤ等が用いられ
る。金属ワイヤ１７はループ高さを低減することが可能なリバースボンディングを適用し
てワイヤボンディングすることが好ましい。すなわち、電極パッド１３上には予め金属バ
ンプが形成される。金属ワイヤ１７の一端は接続パッド１０にボール接続され、他端は電
極パッド１３上に形成された金属バンプに接続される。
【００４４】
　第１ないし第３のメモリデバイス１２Ａ～１２Ｃに接続された第１の金属ワイヤ１７は
上段側に位置するメモリデバイス１２に干渉され、ショート等の不具合が発生するおそれ
がある。そこで、下段側に位置する第１のメモリデバイス１２Ａの電極パッド１３に接続
された第１の金属ワイヤ１７の端部（チップ側端部）は、上段側に位置する第２のメモリ
デバイス１２Ｂの接着層１６Ｂ内に埋め込まれている。同様に、第２および第３のメモリ
デバイス１２Ｂ、１２Ｃの電極パッド１３に接続された第１の金属ワイヤ１７の端部は、
それぞれ上段側に位置する第３のメモリデバイス１２Ｃの接着層１６Ｃ、もしくは第４の
メモリデバイス１２Ｄの接着層１６Ｄ内に埋め込まれている。
【００４５】
　このように、最上段の第４のメモリデバイス１２Ｄを除いて、メモリデバイス群１５内
の下段側に位置するメモリデバイス１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃに接続された第１の金属ワイ
ヤ１７の端部は、上段側に位置するメモリデバイス１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄの接着層１６
Ｂ、１６Ｃ、１６Ｄ内に埋め込まれている。これらによって、第１の金属ワイヤ１７とメ
モリデバイス１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄとの接触を防止している。第１の金属ワイヤ１７は
第２ないし第４の接着層１６Ｂ～１６Ｄの厚さに基づいてメモリデバイス１２Ｂ、１２Ｃ
、１２Ｄから離間している。このように、第２ないし第４の接着層１６Ｂ～１６Ｄはスペ
ーサ層としての機能を併せ持つものである。
【００４６】
　第２ないし第４の接着層１６Ｂ～１６Ｄは、メモリデバイス１２の接着機能と、接着温
度で軟化して第１の金属ワイヤ１７を内部に取り込む機能とを有する絶縁樹脂で構成され
る。このような絶縁樹脂としては、例えばアクリル樹脂のような熱可塑性樹脂、あるいは
エポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂が挙げられる。接着層１６Ｂ～１６Ｄの厚さは３０～
１００μｍの範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは４０～６０μｍの範囲である
。接着層１６Ｂ～１６Ｄの厚さが３０μｍ未満の場合、金属ワイヤ１７のメモリデバイス
１２との接触を抑制できないおそれがある。接着層１６Ｂ～１６Ｄの厚さが１００μｍを
超えると、メモリデバイス１２の積層厚が厚くなりすぎる。
【００４７】
　メモリデバイス１２Ａ～１２Ｄの厚さは必ずしも限定されるものではない。最下段の第
１のメモリデバイス１２Ａの厚さは、他のメモリデバイス１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄの厚さ
より厚くすることが好ましい。第１のメモリデバイス１２Ａの厚さは、例えば５０～１５
０μｍの範囲とされる。メモリデバイス群１５を構成するメモリデバイス１２の数が４個
もしくはそれ以上である場合、第１のメモリデバイス１２Ａ以外のメモリデバイス１２Ｂ
～１２Ｄの厚さは、例えば１０～５０μｍの範囲とされる。メモリデバイス群１５を構成
するメモリデバイス１２の数が３個以下である場合にはこの限りではない。
【００４８】
　図２および図３では４個のメモリデバイス１２でメモリデバイス群１５を構成したメモ
リカード１を示したが、メモリデバイス１２の数はこれに限定されるものではない。例え
ば、図５に示すようにメモリデバイス群１５は２個のメモリデバイス１２Ａ、１２Ｂで構
成してもよい。さらに、メモリデバイス群１５は５個以上のメモリデバイス１２で構成す
ることも可能である。メモリカード１は図６に示すように、配線基板２上に１個のメモリ
デバイス１２を搭載した構造を有していてもよい。配線基板２上に搭載するメモリデバイ
ス１２の数は１個もしくは複数個のいずれであってもよい。
【００４９】
　メモリデバイス群１５上にはコントローラデバイス１８が配置されている。コントロー
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ラデバイス１８は第４のメモリデバイス１２Ｄ上に接着層１９を介して接着されている。
コントローラデバイス１８は、複数のメモリデバイス１２からデータの書き込みや読み出
しを行うデバイスを選択し、選択したメモリデバイス１２へのデータの書き込み、選択し
たメモリデバイス１２に記憶されたデータの読み出しを行う。コントローラデバイス１８
はＬ型パッド構造を有し、配線基板２の長辺５Ａの近傍に位置する第１の辺（短辺）１８
ａに沿って配列された電極パッド２０Ａと、配線基板２の短辺４Ｂの近傍に位置する第２
の辺（長辺）１８ｂに沿って配列された電極パッド２０Ｂとを有している。
【００５０】
　コントローラデバイス１８の電極パッド２０Ａ、２０Ｂは第２の金属ワイヤ２１を介し
て接続パッド１０と電気的に接続されている。すなわち、コントローラデバイス１８の短
辺１８ａに沿って配列された電極パッド２０Ａは、第１のパッド領域１１Ａに配置された
接続パッド１０と金属ワイヤ２１を介して電気的に接続されている。コントローラデバイ
ス１８の長辺１８ｂに沿って配列された電極パッド２０Ｂは、第２のパッド領域１１Ｂに
配置された接続パッド１０と金属ワイヤ２１を介して電気的に接続されている。
【００５１】
　第１のパッド領域１１Ａには図７に示すように、メモリデバイス１２用の接続パッド１
０Ａとコントローラデバイス１８用の接続パッド１０Ｂとが配置されている。メモリデバ
イス１２用の接続パッド１０Ａはチップ搭載部９に近い側に配置され、コントローラデバ
イス１８用の接続パッド１０Ｂはそれより外側に配置されている。外側に位置するコント
ローラデバイス１８用の接続パッド１０Ｂから配線を引き回すには、メモリデバイス１２
用の接続パッド１０Ａの間を配線する必要がある。このような点に対しては、メモリデバ
イス１２の電極パッド１２とコントローラデバイス１８の電極パッド２０Ａとの配置を揃
えることで、接続パッド１０Ｂからの配線の引き回しが容易となる。
【００５２】
　図７に示すパッド配置はメモリデバイス１２の一部のデータ信号用端子（ＩＯ４端子）
がコントローラデバイス１８の端子配列と異なっているものの、それ以外のコントローラ
デバイス１８の電極パッド２０Ａはメモリデバイス１２の電極パッド１３と配置が揃えら
れている。このようなパッド配置を適用することで、接続パッド１０Ｂからの配線の引き
回しが容易になるだけでなく、配線を短縮して電気特性を向上させることができる。コン
トローラデバイス１８のパッド配列順はその少なくとも一部をメモリデバイス１２のパッ
ド配列順と揃えることが好ましく、特に全てのパッド配列順を揃えることが望ましい。
【００５３】
　メモリデバイス１２やコントローラデバイス１８等の半導体チップが搭載された配線基
板２の第２の面２ｂには、例えばエポキシ樹脂からなる封止樹脂層２２がモールド成形さ
れている。メモリデバイス１２やコントローラデバイス１８は、金属ワイヤ１７、２１等
と共に封止樹脂層２２で一体的に封止されている。封止樹脂層２２の先端には、メモリカ
ードの前方を示す傾斜部２３が設けられている。封止樹脂層２２の後方には封止樹脂を一
部盛り上げた取手部２４が設けられている。これらの構成要素によって、メモリカード１
が構成されている。なお、図１では封止樹脂層２２の図示を省略している。
【００５４】
　メモリカード１は、ベースカードのような収納ケースを用いることなく、それ単体で半
導体メモリカード（例えばマイクロＳＤTMカード）を構成するものである。従って、封止
樹脂層２２等は直接外部に露出した状態とされている。すなわち、メモリカード１は封止
樹脂層２２等を外部に露出させたケースレスの半導体メモリカードである。上述したメモ
リカード１の前後や表裏の向き等を示す切り欠き部６やくびれ部７、また傾斜部２３はメ
モリカード１自体（具体的には配線基板２や封止樹脂層２２）に設けられている。
【００５５】
　前述したように、この実施形態のメモリカード１では形状および寸法が規定された配線
基板２に対し、できるだけ大きなメモリデバイス１２の搭載を可能にしている。従って、
メモリデバイス１２の形状（サイズ）に基づいてメモリカード１の高容量化を図ることが
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できる。さらに、メモリデバイス１２の搭載数に関しては、金属ワイヤ１７の接続構造等
を工夫することによって、大形のメモリデバイス１２を複数段に積層して搭載することを
可能にしている。この実施形態によればメモリデバイス１２の大きさと積層構造に基づい
て、高容量化を図ったメモリカード１を提供することができる。
【００５６】
　メモリカード１の厚さはメモリデバイス１２とコントローラデバイス１８の積層厚に配
線基板２の厚さや封止樹脂層２２のコントローラデバイス１８上の厚さ（チップ上樹脂厚
）を加えた厚さとなる。例えば、配線基板２の厚さを１２５μｍ、１段目のメモリデバイ
ス１２Ａの厚さを６０μｍ、その接着層１６Ａの厚さを２０μｍ、２～４段目のメモリデ
バイス１２Ｂ～１２Ｄの厚さを４０μｍ、それらの接着層１６Ｂ～１６Ｄの厚さを５０μ
ｍ、コントローラデバイス１８の厚さを５５μｍ、その接着層１９の厚さを５μｍ、封止
樹脂層２２のチップ上樹脂厚を１６０μｍ（封止樹脂層２２の厚さを５７５μｍ）とした
とき、これらの合計厚はマイクロＳＤTMカードの規定厚さ内の７００μｍとなる。
【００５７】
　前述したように、記録密度の向上とチップサイズの増大等により２ＧＢの記憶容量を実
現したメモリデバイス１２を４個使用することによって、８ＧＢのマイクロＳＤTMカード
（メモリカード１）を実現することができる。メモリデバイス１２の搭載数は２個（図５
）や１個（図６）であってもよい。メモリデバイス１２の搭載数が２個であれば４ＧＢの
マイクロＳＤTMカード（メモリカード１）、メモリデバイス１２の搭載数が１個であれば
２ＧＢのマイクロＳＤTMカード（メモリカード１）が実現される。
【００５８】
　上述した実施形態のメモリカード１はそれら単体で構成するケースレスの半導体メモリ
カードに対して有効であるが、必ずしもベースカードのようなケースを用いた半導体メモ
リカードを除外するものではない。さらに、実施形態の半導体メモリカードの構造は、場
合によってはメモリカード以外の半導体記憶装置にも適用できる。実施形態の装置構造は
ＢＧＡパッケージ構造やＬＧＡパッケージ構造を有する半導体記憶装置にも適用可能であ
る。半導体パッケージは配線基板に半田ボール等からなる外部接続端子（ボール端子）が
設けられることを除いて、基本的な構造はメモリカードと同様とされる。
【００５９】
　なお、本発明の半導体メモリカードは上記した実施形態に限定されるものではなく、切
り欠き部を有する配線基板上に１個もしくは複数個のメモリデバイスを搭載した各種の半
導体メモリカードに適用可能である。本発明の半導体メモリカードの具体的な構造は、本
発明の基本構成を満足するものであれば種々に変形が可能である。さらに、実施形態は本
発明の技術的思想の範囲内で拡張もしくは変更することができ、拡張、変更した実施形態
も本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態による半導体メモリカードを示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図４】本発明の実施形態による半導体メモリデバイスの構成を示す平面図である。
【図５】図１に示す半導体メモリカードの変形例を示す断面図である。
【図６】図１に示す半導体メモリカードの他の変形例を示す断面図である。
【図７】図１に示す半導体メモリカードにおけるメモリデバイスおよびコントローラデバ
イスと配線基板との接続状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１…メモリカード、２…配線基板、２ａ…第１の面、２ｂ…第２の面、４Ａ…第１の短
辺、４Ｂ…第２の短辺、５Ａ…第１の長辺、５Ｂ…第２の長辺、６…切り欠き部、７…く
びれ部、８…外部接続端子、９…チップ搭載部、１０…接続パッド、１１…パッド領域、



(12) JP 5193837 B2 2013.5.8

１２，１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ，１２Ｄ…メモリデバイス、１３，１４，２０…電極パッ
ド、１５…メモリデバイス群、１６，１６Ａ，１６Ｂ，１６Ｃ，１６Ｄ，１９…接着層、
１７，２１…金属ワイヤ、１８…コントローラデバイス、２２…封止樹脂層、１０１、１
０１Ａ、１０１Ｂ…セルアレイ領域、１０２…第１の周辺回路領域、１０３…昇圧回路、
１０４，１１０…周辺回路、１０６…第２の周辺回路領域、１０７…パッド領域、１０８
…回路領域、１０９…電極パッド、１０９１Ａ～１０９１Ｅ…電源パッド。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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